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As により安定化された Si (111) “ 1 x 1" 表面 (As 安定化 Si “ 1x 1" 表面)の電子回折図形に見られる散漫散乱と As
被覆率との関係を調べ，この構造が (2x 2) および c (2 x 4) の並進対称性を持って局所的に配列している Si 吸着原
子由来であることを明らかにした。
As 安定化 Si “ 1 x1" 表面と，高温相での Si (111) “ 1 x1" 構造との関係を調べるため，散漫散乱構造とその基板温
度依存性について調べ，低温における (2 x2) および c (2 x 4) の対称性を持つ Si 吸着原子の配列が，高温において
は(j3 x Jま)的な配列へと変化することを明らかにした。
短距離原子間相互作用を仮定した格子気体モデル(金森モデル)を拡張したモデルにおいてモンテカルロシミュレ
ーションを行い，実験事実と比較し，金森モデルの妥当性を確認し，また， As 安定化 Si “1x1"表面の構造が， Si 高
温相における“1x 1" 構造の低温での形態であることを示した。
As サーファクタントを用いた表面変性エピタキシャル成長の初期過程について， Si(111) (lx1)-As 表面と As によ
り安定化された Si (111) “ 1 x 1" 表面での成長様式について調べた。その結果， Ge 原子の表面拡散は As と Ge のテラ
ス部分での置換反応に関係しており，サーファクタントの効果は温度に依存することを明らかにした。
論文審査の結果の要旨
本論文は， Si(111) (lx1)-As 表面から As を脱離させて作製した Si (111) “ 1 x1" 表面 (Si “ 1 x l"-As 表面)上の Si
吸着子の挙動とその構造，および Si(1 x 1)-As 表面と Si(lx1) -As 表面への Ge 成長初期過程に関して低速電子回折
(LEED) ，オージェ電子分光法，走査トンネル顕微鏡 (STM) による実験的研究をまとめたものである。
Si (111) “ 1 x l"-As 表面の電子回折図形に見られる散漫散乱と As 被覆率との関係を調べ，この構造が (2x 2) およ
び c(2 x 4) の並進対称性を特って局所的に配列している Si 吸着原子由来であることを明らかにしている。
Si“ 1 x l"-As 表面と，高温相での Si (111) “ 1 x 1"構造との関係を調べるため，散漫散乱構造とその基板温度依存性に
ついて調べ，低温における (2x 2) および c(2 x 4) の対称性を持つ Si 吸着原子の配列が，高温においては(j3x13) 
的な配列へと変化することを明らかにしている。
短距離原子間相互作用を仮定した格子気体モデル(金森モデ、ル)を拡張したモデ、ルにおいてモンテカルロシミュレ
ーションを行い，実験事実と比較し，金森モデ、ルの妥当性を確認している。また， Si “ 1 x l"-As 表面の構造が， Si 高
温相における“1x 1" 構造の低温での形態であることを示している。
As サーブアククントを用いた表面変性エピタキシャル成長の初期過程について， As サーブアククントと表面原子
構造の効果を調べるために， Si(111)(lx1)-As 表面と Si (111) “ 1 x l"-As 表面上での Ge 成長様式について調べてい
る。その結果， Ge 原子の表面拡散は As と Ge のテラス部分での置換反応に関係しており，サーファククントの効果は
低温で現れ，高温では表面原子構造の効果が大きいことを明らかにしている。
これらの研究結果は Si (111) の表面構造相転移および Si (1 11) 面上での表面変性エピタキシャル成長に関する重要
な知見を与え，表面物性に大きな貢献をするものである。よって，本論文は博士(理学)論文として，充分価値ある
ものと認める。
